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Малая относительная интенсивность линии D на рис. 1 свидетельствует о низкой дефектности гра-
фена в образцах [12]. Увеличение относительной интенсивности данной линии после переноса связано 
с внедрением дефектов в структуру материала при травлении меди и в процессе переноса [18]. Кроме 
того, из рисунка видно, что после переноса графена происходит смещение линий G и 2D в область мень-
ших значений положения. Это может быть связано с высвобождением механических напряжений [5; 6].

Изображения экспериментальных образцов графена, полученные с  помощью оптической микро-
скопии, представлены на рис. 2, из которого видно, что поверхность выращенного образца равномерна 
и однородна, при этом на ней присутствуют отдельные черные точки, которые можно связать с дефект-
ными областями, а  также слабо выраженные складки. Их  образование, согласно известным литера-
турным данным [17; 19], свидетельствует о локальном высвобождении присутствовавших в графене 
встроенных механических напряжений.

Рис. 1. Характерные спектры КРС экспериментальных образцов графена,  
выращенного на медной подложке (б ) и перенесенного на медную подложку (а).  

На вкладках: аппроксимации линии 2D одиночной функцией Лоренца
Fig. 1. Typical Raman spectra of as-grown (b) and transferred graphene (a) on copper substrates.  

Insets: 2D peak single Lorentz approximation

Рис. 2. Изображение образцов графена, выращенного  
на медной подложке (а) и перенесенного на медную подложку (б ),  

полученное с помощью оптической микроскопии (увеличение ×100). 
Зеленый квадрат указывает размер области КРС-картирования (20 × 20 мкм)

Fig. 2. Optical microscopy images (×100) of as-grown (a)  
and transferred graphene (b) on copper substrates.  

Green squares indicate Raman mapping areas of 20 × 20 µm


